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摘 要

?善蚺撏ㄔX一種簡單、快速、可靠、降低成?絕謅祤鷃W積的封裝方法:晶圓級封裝之LED（Wafer Level Chip Sized Package

LED簡稱WLCSP LED）。方法是LED晶圓片在晶粒製程上直接做防氧化、防濕等抵抗環境的保護，與製作SMD LED相同

的電極。LED晶圓片在晶粒製程完成後切成晶粒與目前封裝好的SMD LED成品完全一樣，LED不需再做支架、Epoxy、固

晶、焊線等封裝製程，可將目前LED的封裝製程完全省略，沒有Epoxy及焊線、支架則可提高可靠度及減少封裝成?窗C晶

圓級封裝LED（WLCSP LED）成品是覆晶LED，但與目前覆晶LED不同的是減少一個轉接板的製程，又有SMD LED的相

同電極，在界面所產生的熱可在最短距離由上下P N的大面積金屬電極將熱快速導出，經實際量測界面?h度可較目前封裝

產品減少?h度20℃~30℃以上。其與目前LED封裝最大不同歸納為下列十一點： 1、 晶粒製程：WLCSP LED與目前晶粒製

程只增加三道製程。 2、 封裝製程：目前的固晶、焊線、封膠封裝製程，WLCSP LED 全部省略 （不需目前的封裝廠）。

3、 散熱界面：由目前封裝的LED 5個以上界面，WLCSP LED將界面減為1個界面。 4、 自然散熱：由封裝的LED晶片無

法自然散熱，WLCSP LED 變為可自然空氣對流散熱。 5、 LED尺寸：由目前LED最小的尺寸1000ｕm（L）*500ｕm（W

）*400ｕm（H）（0402），WLCSP LED降為500ｕm*250ｕm*60ｕm（0201）（現況SMD最小能加工尺寸）以下。 6、 

散熱機構：在高功率LED使用必須加很多散熱機構，WLCSP LED只要加上MPCB即可，可節省散熱機構的費用支出。 7、

加工?h度：目前LED加工?h度在預熱?h度不能超過100℃，焊錫爐?h度不能超過280℃ 3秒，WLCSP LED與一般SMD電阻

或IC加工條件一樣。 8、 穩定可靠：WLCSP LED加工界面減少、加工?h度提高，電極與PCB接觸面積增加；高功率尺

寸LED晶片增加約36倍，對環境條件變化、耐泠熱衝擊能力大大提高。 9、 壽命確保：LED壽命理論為10萬小時，但因散

熱不良而降低，WLCSP LED可確保LED界面?h度保持在77℃以下，（一般LED界面?h度在100℃-140℃），晶粒在較低?h

條件使用對晶片壽命或白光LED是好的環境。 10、無黃化：WLCSP LED沒有使用Epoxy所以無黃化光衰問題。 11、降低

成?窗GWLCSP LED 沒有封裝材料及目前封裝製程、成?等i降到最低、目前就可挑戰每W臺帑10元以下單價。 由上面十一

點最主耍差異，?善蚺敶T實改善了LED的這十一項問題，所以?善蚺憍珙膍s的晶圓級封裝之LED（WLCSP LED）確實有

非常大的潛力與市場商機。
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